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Твердый раствор GaInP2 с шириной запретной зоны ~1.8 эВ является перспективным материалом для фотоэлектрохимического разложения воды на водород и кислород [1]. Для выяснения механизма фотоэлектрохимического разложения воды в данной работе методом высокоразрешающей синхротронной фотоэмиссионной спектроскопии исследуются фотоэлектрохимические процессы на границе p-GaInP2(100) с водным раствором соляной кислоты. Водный раствор HCl в существенной степени удаляет слой естественного окисла с поверхности полупроводника. При приложении катодного смещения к полупроводниковому электроду в отсутствии освещения происходит дальнейшее снижение содержания оксидов на поверхности полупроводника. При этом при большом катодном смещении (–2.0 В) наблюдается возрастание компоненты OH в спектре остовного уровня O 1s, что свидетельствует о расщеплении молекулы воды на водород и OH-группу. При приложении катодного смещения –0.9 В к полупроводниковому электроду в условиях освещения границы полупроводник/электролит видимым светом также наблюдается снижение содержания оксидов и возрастание OH-компоненты. Если же в условиях освещения напряжение катодного смещения будет увеличено до –2.0 В, то в O 1s спектре наблюдается более существенное возрастание ОН-компоненты, но при этом происходит также существенное увеличение оксидной компоненты спектра (Рис.1) и окисление атомов в приповерхностной области полупроводника.  
Таким образом, при приложении катодного смещения к границе p-GaInP2(100)/HClaq происходит фотоэлектрохимическое разложение воды, эффективность которого повышается при увеличении катодного напряжения и освещенности границы полупроводник/электролит. Однако, при слишком большом напряжении и освещенности разложение воды сопровождается окислением и деградацией поверхности полупроводника.
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Рис. 1. Разностные спектры между спектром остовного уровня O 1s, измеренные после выдержки поверхности p-GaInP2(100) в контакте с водным раствором HCl при указанном катодном смещении на свету и спектром, измеренным после выдержки при потенциале холостого хода.









